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@ Vorrichtung zum EEnlaaaen wenigstens eines Gases 

<§) Besohneben wird eine Vorrichtung zum EInlassen wenig- 
etens eines Oases \n einen Reziplenten» in dem ain Substrat 
angeordnet ist. das mit dem Oder den Gasen aus der 
Dsmpfphase beschlchtat wIrd, mft einam Qas-FOhrungssy- 
stem, das wenigstens eine ZufQhrieitung mit einer Elnladofif- 
nung« aus der das Gas In den Rezlplenten elntrftt, und 
wenigstens eine AustaSdffnung aufweist, durch die Gas aus 
dem Rezlpienten abgesaugt wird. 

Die Erfindung ^eichnet sioh dadurch aus, daS die ZufuhiieU 
tungen sich vor der bzw. den Einlafidffnung(en) Im tSngs- 
schnJn erwaitem und ohne Kanta in die die EinlaQdffnung 
umgebenda Racha Obargehen. und da& der Druefc und der 
Ru6 das Oder der Gase ao eingestellt sfnd, da6 die Gaaa 
laminar und venturfarm in den RezJpienten elntraten. 



CO 
CM 



lU 

Q 



Die foigenden Angaben aind den vom Anmeldar etngerelchtan Unterlagen entnommen 

BUNOESDftUCKEREI Ot.SS 408070/18 



5/29 



DE 43 26 697 Al 
1 2 



Beschreibiiiig 

Die Erfmdung bezieht sich auf ine Vorrichtung zum 
Einiassen wenigstens eines Gases in einen Reziplenten 
gemftB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Derartige Vorrichtungen werden insbesondere fOr 
CVD-Verfahren (diemical vapor deposition) wie 
PICVD Oder PECVD-VcrEahrcn, PVD-Verfahren (phy- 
sical vapor deposition) oder ahnlxche Vorfahren benO- 
tigt, bd denen in dem Rezipienten ein Substrat angeord- 
net ist, das nut dem oder den Gasen aus der Dampfpha- 
se beschlchtet wird. 

Die bdcannten Vorriditmigen weisen ein Gas-FOb- 
ningssystem auf, das wenigstens dne in einer EinlafidfT- 
nung mflndende Zufuhrleitung; aus der das Gas in den 
Reziplenten eintritt, und wenigstens eine AuslaBCfhiung 
aufweist, durch die Gas aus dem Rezipienten abgesaugt 
wird. Die bekannten Vorrichtungen haben — wie erfin- 
dungsgemaB erkannt worden 1st — den Nachteil, daB 
die Einleitung des Gases unter Bildung von Wirbein 
bzw. Turbuienzen erfolgt, so daB die sidi ergebende 
Beschichtung des Substrates nicht allzu glachmfiBig 1st 

Die Bildung von Wirbel bzw. Turbuienzen ist bescm- 
ders stOrend, wenn konkave Substrate auf ihrer konka- 
ven innenseite beschichtet werden soUen: Es ist deshalb 
vorgeschlagen worden» nmd um die ELnlaBdffnung ei- 
nen Verdrangimgskdrper anzuordnen, dessen AuBen- 
kontur der Innenkontur des zu besdbichtenden Sub* 
strats f olgt Mit emem derartigen EinlaBkdrper erreicht 
man zwar eine bessere Gleichmafiigkclt der Beschidi- 
tung als ohne» fOr bestimmte Anwendungs^e ist cUe 
GleichmaSigkeit jedoch immer noch nicht ausreichendL 
DarUberlunaus sind fOr die Beschichtung unterschied- 
lich geformter Substrate jeweils neue Verdrtogungs- 
kfirper erf orderlich. 

Der Erfindung begt die Aufgabe zugrunde, eine Vor- 
richtung zum Einlassen wenigstens eines Gases in einen 
Rezipienten gemfiB dem Oberbegriff des Patentan- 
sprudu 1 derart weiterzubllden, daB Substrate beliebi- 
ger Foim mit hoher Gleicbm&Bigkieit beschichtet w^* 
den kfinnen^ ohne daB der Austauscfa von Verdran- 
gungskOrpers eta erforderlkdi ware. 

Eine erfrndungsgemOBe LOsung dieser Aufgabe ist im 
Anspruch 1 angegeben. Weherbfidimgen der Erfindtmg 
sind Gegenstand der Ansprttche 2 folgende. 

per Erfindung Uegt die Erkenntnxs zugnmde, daB die 
beim Stand der Technik voriiandenen sduurfen Kanten» 
die die EiniaB6ffnung begrenzen, die Ursadie fttr die 
Wirbelblldungist 

Deshalb erweitern sich die Zufdhrleitungen vor der 
bzw. den Einla&dffnung(en), in die sie mUnden, im 
Langsschnttt und gehen ohne Kante in die die Exniafidff- 
nung umgebende Fl&che aben Weiterfain werden der 
Druck und der FluB des oder der Gase so eingestellt 
sind, daB die Gase laminar und venturiarm in den Rezi- 
pienten eintreten. Hierdurcb wird die Einstrdmung ohne 
Wirbelbildung weiter gefordert 

Gemfifi An^ruch 2 sind zur Beschichtung eines groB- 
flaciugen Substrats oder mehrerer gleichartiger Sub- 
strate eine Reihe von EinlaBdffnungen in einer regelm&- 
Bigen Anordnung vorgesehen, denen jeweils AuslaBdff- 
nungen zugeordnet sind. Insbesondere k<)nn«i jeder 
EinlaBdffnung mehrere AuslaBOffaungen zugeordnet 
sein, die die EinlaBdffnung umgeben (Ansprudi 3). Diese 
AuslaBeffnungen sind bevorzugt auf einem Kreis ange- 
rdnet, dessen Mittelpunkt die Mitte der zugeordnet n 
EinlaBoffnung ist (Anspruch 4). 

Die erfindungsgemfiBe Vorrichtung kann fOr die Be- 



schichtung beHebiger Substrate und insbesondere ones 
oder mehrerer gewOlbter Substrate eingesetzt werden, 
die einen Teil des Rezipienten bilden (Anspruch 5)i 

Die Erfindung wird nac^tehend ohne B^cfar&ikung 
5 des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Aus- 
fOiunmgsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zcich- 
nung exen^>larisch beschrieben, auf die im ubrigen be- 
ztlglich der Off enbarung aller im Text nicht nfiher erl&u- 
terten erfindungsgemaBen Einzelheiten ausdrOddich 
10 verwiesenwirdEszelgen 

Fig. 1 eine bekannte Vorziditung nut einem Vcrdrfln- 
gun^kCrper. 

Flg»2 eine bekannte Vorricfathag ohne VerdrSn- 
guxxgskorper, und 
15 Fig^ 3 eine erfindungsgemfiDe Voniditung. 

In den Figuren sind dbereinatinunend folgende Telle 
mit folgenden Bezugszeicfaen versehen: 



Die Fig. I und 2 zetgen, daB aufgnmd der sdiarfen 
Kante, mtt der die ZufOhrieitung 1 im Berdch der Ein- 
laBOffoung 2 k die umgebende FlAche 3 bzw. den Ver- 
drangungsk6rper 6 mUndet» die Gasstrdme 7 Wirbel 
bilden, die auch auf der Obei^che des Substrats auftre- 
ten. Damit ergibt sidi eine ungkd^m&ffigc Beschich- 
tung des Substrats 4. 

Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemaBe GaseinlaBvor* 
nchtung, bei der sich die Zuf uhrleitung 1 vor der EinlaB- 
Offnung 2 im Ungsschnitt erweitert und ohne Kante in 
die die EmlaBSffnung 2 umgebende FIAche 3 flbergeht 

Zusatzlich sind der Druck und der Flufi des oder der 
Gase so eingestellt sind, daB die Gase lam^n»r und ven- 
turiarm in den Rezipienten eintreten. Damit wird bei der 
erfindungsgemaBen Vorrichtung WhrbelbUdung verinie- 
den, so daB eine ^eichmftBige BescUchtiing des Sub- 
strats 4 sichergesteflt ist 

PatentansprOche 

1. Vorrichtung zum Hnlassen wenigstens ehies Oa- 
ses in dnen Readpienten. in dem ein Substrat ange- 
ordnet ist, das mit dem oder den Gasen aiis der 
Dampf phase beschichtet wird, 
mit einem Gas-FQhrungssystem, das wenigstens ei- 
ne ZufOhrleitung mit einer EmlaBoffnimg, aus der 
das Gas in den Rezipienten eintritt, und wenigstens 
erne AuslafiOffhung aufweist, dutch die Gas aus 
dem Rezipienten abgesaugt wird, 
dadurcfa gekennzeicfanetp dafi die Zufiihrldtungen 
sich vor der bzw. den BinlaB5ffnung(en) im L4^^ 
schnitt erweitern und chns Kante in die die EinlaB- 
dffnung umgebende FUche dbergehen, und 
daB der Druck und der FluB des oder der Gase so 
eingestellt sind, daB cfie Gase laminar und venturi- 
arm in den Riezipienten eintreten. 
Z Vorrichttmg nach Anspruch 1, dadurdi gekeim- 
zeichnet, daB zur Beschichtung eines groBfldchigoi 
Substrats oder mehrerer gleichartiger Substrate ei- 
ne Reihe von EinlaBdfotmgm in einer regelmfiBi- 
gen Anordnung vorgesehen sind, denen jew ils 
AuslaBdffnungenzugeordn tsind 
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3, Vorrichtimg nach Anspruch 1 oder 2, dadurch . 
gekennzeiclinet, daB jeder Einia06ffnttng mehrere 
Auslafidffntmgen zugeordnet sind, die <&e KnlaB- 
dffnungujDgebeiL 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- s 
zeichnet, da& cUe AusIa66^UQgen auf einem Kreis 
angeordnet sind, dessen Mhtelpunkt die Mitte der 
zugeordneten EinlaBdffnung ist 

5. Vorrichtung nacfa eineni der Anspruc±e 1 bis 4» 
dadurch gekennzeichnet, da& bei der Beschlchtuog lo 
eines oder mehrerer gew51bter Substrate, die einen 
Teil des Reripicmcn bilden. 

6, Verwendung einer Vorrichtung nach einem der 
Ansprflche 1 bis 5 fOr CVD-Veif ahren, wie PICVD 
Oder PECVD-Verfahren, PVD- oder ahnliche Ver- is 
fahren. 
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